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(57) Abstract: The invention relates to a composite structure for producing microelectronic components, comprising a monocrystalline
thin film placed on a polycrystalline silicon carbide support substrate, said support substrate having a preferential crystal orientation on
each of its faces, according to which: - a texture coefficient Cy»; is less than 40%, and - the sum of texture coefficients Cy29+tCs00tCa00
is greater than 50%, preferably greater than 80%. The invention also relates to a method for producing such a composite structure.
Figure to be published with the abstract: No figure

(57) Abrégé : Structure composite pour la fabrication de composants microélectroniques comprenant une couche mince monocristalline,
disposée sur un substrat support en carbure de silicium polycristallin, ledit substrat support présentant, sur chacune de ses faces, une
orientation cristalline préférentielle selon laquelle : - un coefficient de texture C422 est inférieur a 40%, et - la somme de coefficients
de texture CaotCa00tCago est supérieure a 50%, de préférence supérieure a 80%. L'invention concerne également un procédé de
fabrication d'une telle structure composite. Figure a publier avec l'abrégé : Pas de figure

[Suite sur la page suivante]



WO 20247175519 A {10000 00 00O T

(84) Etats désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, CV, GH,
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY,CZ,DE, DK,
EE, ES, FL, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CL, CM, GA, GN, GO,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

— en noir et blanc ; la demande internationale telle que
déposée était en couleur ou en échelle de gris et est
disponible sur PATENTSCOPE pour téléchargement.



